
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2002－99000
(P2002－99000A)

(43)公開日 平成14年4月5日(2002.4.5)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �G�0�2�F  1/1368  

   �G�0�9�F  9/30    338

   �G�0�9�F  9/30    338

   �G�0�2�F  1/136   500

�2�H�0�9�2

�5�C�0�9�4

審査請求 未請求 請求項の数 4ＯＬ（全 5 数）

(21)出願番号 特願2000－292590(P2000－292590)

(22)出願日 平成12年9月26日(2000.9.26)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 加賀 明広

埼玉県深谷市幡羅町一丁目9番地2号  株式

会社東芝深谷工場内

(74)代理人 100083806

弁理士 三好 秀和 (外7名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  アクティブマトリクス型の液晶表示装置にお
いて、画面表示領域最外周におけるパターン欠陥の発生
を抑制する。
【解決手段】  互いに交差するように配置された複数の
信号線１２及び複数の走査線１３及び補助容量線１５
と、信号線１２と走査線１３との交差部毎に形成される
ＴＦＴ１４により制御される画素がマトリクス状に配置
された液晶表示装置において、前記画素が配置されてい
る表示領域の最外周部の画素を構成するパターンのサイ
ズを、内周部の画素を構成するパターンのサイズよりも
大きくする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  表示領域内にマトリクス状に形成された
複数の画素を有する液晶表示装置において、
前記画素が配置されている表示領域の最外周部の画素を
構成するパターンのサイズを内周部の画素を構成するパ
ターンのサイズよりも大きくすることを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項２】  前記表示領域の最外周部の画素を構成す
るパターンが占有する領域を前記表示領域の外側に拡大
して、前記最外周部の画素を構成するパターンのサイズ
を大きくしたことを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示装置。
【請求項３】  前記表示領域の最外周部の画素を構成す
るパターンが占有する領域を前記表示領域の内側に拡大
して、前記最外周部の画素を構成するパターンのサイズ
を大きくしたことを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示装置。
【請求項４】  前記サイズを大きくするパターンの中
に、少なくとも前記補助容量線を含むことを特徴とする
請求項１乃至３に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
クス型の液晶表示装置に係り、特に表示領域に生じるパ
ターン欠陥の改善に関する。
【０００２】
【従来の技術】アクティブマトリクス型の液晶表示装置
は、アレイ基板と対向電極を有する対向基板との間に液
晶層を狭持した構造を有している。アレイ基板は、交差
する複数の走査線及び信号線とその交点毎に形成される
ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）、及びこれらＴＦＴに接続
された画素電極から成り、走査線電位によって前記ＴＦ
Ｔが順次駆動される際に、信号線に印加する電圧を変化
させることによって、走査線と各信号線との交点にある
画素の電位を制御し、液晶の状態を変化させて出画を行
うものである。
【０００３】画素の制御は前記信号線と前記走査線によ
り行われるため、各画素は前記信号線と前記走査線とで
囲まれる領域に形成される。通常、前記信号線と前記走
査線はそれぞれ等間隔で配置されるため、画素は画面表
示領域全面に亙り、同一形状、均一な大きさでマトリク
ス状に形成される。このような液晶表示装置は、多数の
マトリクス状に配列した画素の光透過を制御することに
よって画像を表示する全面均質な表示を行うために、各
画素の発光領域を均一な大きさに合わせる必要がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】通常、液晶表示装置を
制御するための回路は、ガラス面上に、成膜→パターン
ニング→エッチングを繰り返し行うことにより形成され
るパターンを重ね合わせて製造される。しかし、画面表
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示領域内と画面表示領域外では各パターンの密度が大き
く異なるため、パターンニングにフォトリソグラフィー
法を用いる場合、フォトレジストの上に重ねられるマス
クのパターンが画面表示領域の内側と外側の境界で突然
その密度が変わることになる。これにより、画面表示領
域の内と外ではフォトレジストに照射される有効な露光
量強度に違いが生ずるが、露光量の設定は液晶表示装置
の大きな面積を占める画面表示領域の内側に合わせて行
う。
【０００５】そのため、僅かな露光量の差にも影響を受
けやすい微少なパターンの形成では画面表示領域最外周
部ではフォトレジストのパターンに欠陥が生じやすく、
最終的に形成されたマトリクス状に配列した画素にパタ
ーン欠陥が生じやすくなり、画素として機能しないもの
も出てくる。このようなパターン欠陥の影響は最外周部
の線欠点、点欠点群として画面表示に影響を与えるとい
う問題があった。近年、アクティブマトリクス型ＴＦＴ
液晶表示装置の高詳細化が進み、画面表示領域に形成さ
れるパターンも微小になっているため、上記問題を克服
することが要請されている。
【０００６】本発明の目的は、画面表示領域最外周部に
おける点欠点や線欠点の発生を抑制し、歩留まりと表示
品位を向上させることができる液晶表示装置を提供する
ことにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項１の発明の特徴は、複数本の信号線と、前記
信号線と互いに交差するように交互配置された複数本の
走査線及び補助容量線と、前記信号線と前記走査線との
交差部毎に形成される薄膜トランジスタとを備え、前記
薄膜トランジスタにより電位が制御される画素が表示領
域内にマトリクス状に配置された液晶表示装置におい
て、前記画素が配置されている表示領域の最外周部の画
素を構成するパターンのサイズを内周部の画素を構成す
るパターンのサイズよりも大きくしたことにある。
【０００８】請求項２の発明の特徴は、請求項１におい
て、前記表示領域の最外周部の画素を構成するパターン
が占有する領域を前記表示領域の外側に拡大することに
より、前記最外周部の画素を構成するパターンのサイズ
を大きくしたことにある。
【０００９】請求項３の発明の特徴は、請求項１におい
て、前記表示領域の最外周部の画素を構成するパターン
が占有する領域を前記表示領域の内側に拡大することに
より、前記最外周部の画素を構成するパターンのサイズ
を大きくしたことにある。
【００１０】請求項４の発明の特徴は、請求項１乃至３
において、前記サイズを大きくするパターンの中に、少
なくとも前記補助容量線を含むことにある。
【００１１】本発明は、ＴＦＴを用いたアクティブマト
リクス型の液晶表示装置において、画面表示領域最外周
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部を構成する画素の光透過部以外の領域を画面表示領域
外の遮光部に広げる、或いは、画面表示領域最外周部を
構成する画素の光透過部を狭めることにより、最外周の
画素を構成するパターンのサイズを大きくし、画面表示
領域最外周での露光量密度の急激な変化に伴う微少パタ
ーンの形成欠陥を低減することが可能となり、これによ
り、画面表示領域最外周における点欠点や線欠点の発生
を抑制することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係わる液晶表示装
置をアクティブマトリクス型液晶表示装置に適用した場
合の実施形態を図面を参照しながら説明する。
【００１３】第１の実施形態図１は、第１の実施形態に
係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の画素の構成
を示した概略平面図である。この実施形態の画素は、図
示しないガラス基板上に複数本の信号線１２と、この信
号線１２に交差するように走査線１３及び補助容量線
（Ｃｓ線）１５が交互に配設されている。信号線１２と
走査線１３の各交差点にはＴＦＴ（薄膜トランジスタ）
１４が設けられ、画素電極１１が接続されている。図
中、Ｇ，Ｓ，ＤはＴＦＴ１４のゲート、ソース、ドレイ
ンを示している。
【００１４】図２は、図１に示した画素の電気的な構成
を示した等価回路図である。ＴＦＴ１４のゲートＧは走
査線１３に、ソースＳは信号線１２に接続され、更に、
ドレインＤは画素Ｐの画素電極１１に接続されると共
に、補助容量Ｃｓを形成するＣｓ線１５に接続されてい
る。
【００１５】次に、本実施形態の画素のパターン構成に
ついて詳しく説明する。ＴＦＴ１４と画素電極１１の電
気的接続部（Ｃ／Ｈ）１０は、Ｃｓ線１５上に設けられ
ている。これは、Ｃｓ線１５が本来、光を透過しないた
め、各層間の接続を得るための電気的接続部１０をＣｓ
線１５の上に配置し、画素の光透過部Ａ（以下開口部)
の面積を広く保つためである。
【００１６】本実施形態においては、画面表示領域外周
に位置する画素について、その画素の画素光透過部Ａ以
外の部分を画面表示領域１００の外側（図中、破線が基
準線となる）に広げて、Ｃｓ線１５の幅を画面表示領域
１００の内側のＣｓ線１５の幅よりも広くし、Ｃｓ線１
５上に設けてある電気的接続部１０の各パターンのサイ
ズを大きくしている。すなわち、画面表示領域最外周部
の画素のパターンのみを大きくしている。
【００１７】ここで、本実施形態の画素を形成する際に
も、画面表示領域１００の内と外では液晶表示装置を構
成する各層のパターン密度が急激に変化するため、フォ
トリソグラフィー法を用いてパターンニングを行った際
に、マスクパターンを抜けてくる光の露光量強度は画面
表示領域外周部で、その内周部の露光量強度と変わって
しまう。本実施形態の場合も、パターニングする際の全
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面の露光量は画面表示領域内側での適正露光量に設定さ
れているため、画面表示領域最外周部のパターンはフォ
トリソグラフィー法を用いて形成する際に、露光量不
足、或いは露光量過多が生じる可能性がある。
【００１８】しかし、本実施形態の場合、画面表示領域
最外周部はパターンが大きいため、露光量が僅かに適正
値からずれてフォトレジストのパターン形成にサイズバ
ラツキが生じても、それがパターン欠陥に結び付かず、
機能的には正常なパターンが形成されることになる。
【００１９】すなわち本実施形態によれば、画面表示領
域最外周部のパターンを内周部のパターンより大きくす
ることにより、露光量のバラツキによる形成パターンの
サイズバラツキの影響を小さくすることが可能となり、
画面表示領域最外周部に発生しやすい点欠点群・線欠点
の発生を抑制することができる。したがって、液晶表示
装置周辺部に発生しやすい欠陥の低減が可能となり、特
に高詳細化したアクティブマトリクス型液晶表示装置の
歩留まりの向上、表示品位の向上を図ることができる。
【００２０】なお、画面表示領域最外周部のパターンを
大きくした分、装置全体のサイズが大きくなる可能性が
あるが、装置のパネル面積に比べて前記パターンを大き
くした際のオーダーが十分小さいため、装置全体のサイ
ズの大きさに影響を与えることはほとんどない。
【００２１】第２の実施形態図３は、第２の実施形態に
係るアクティブマトリクス型液晶表示装置の画素の構成
を示した概略平面図である。但し、第１の実施形態と同
一構成要素には同一符号を付し、且つその説明を適宜省
略する。
【００２２】本実施形態の画素は、図示しないガラス基
板上に複数本の信号線１２と、信号線１２に交差するよ
うに走査線１３及びＣｓ線１５が交互に配設されてい
る。信号線１２と走査線１３の各交差点にはＴＦＴ１４
が設けられ、これらＴＦＴ１４に画素電極１１が接続さ
れ、構成上は第１の実施形態と同一である。また、画面
表示領域１００の最外周部のパターンを内周部のパター
ンより大きく形成した点も、第１の実施形態と同一であ
る。
【００２３】本実施形態と第１の実施形態と異なる点
は、画面表示領域１００に対して、画面表示領域最外周
部のパターンを形成するＣｓ線１５の幅を画面表示領域
１００（図中の点線を基準として）の内側に侵入するよ
うに拡大した点にある。従って、画面表示領域最外周部
の画素の光透過部Ａ（以下開口部)の面積が、Ｃｓ線１
５の画面表示領域１００側の拡大分だけ若干小さくなっ
ている。
【００２４】本実施形態によれば、画面表示領域１００
の外周にある画素の画素光透過部Ａの面積を縮小し、代
わりに画面表示領域最外周部のパターンを内周部のパタ
ーンより大きくすることにより、第１の実施形態と同様
に、最外周部に発生しやすい点欠点群・線欠点の発生を
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抑制でき、装置の歩留まりの向上、表示品位の向上を図
ることができる。
【００２５】なお、画面表示領域最外周部のパターンを
内周部のパターンより大きくすることにより、画面表示
領域最外周部の画素の光透過部Ａ（以下開口部)の面積
が若干小さくなるが、単位面積辺りの光の密度は変わら
ないため、画面表示全体としてはほとんど影響がなく、
画像品質が落ちることはない。また、赤／緑／青（或い
は黄色／マゼンダ／シアン)の各色を表示する画素が横
方向に並んでいるため、最外周部でもこれら画素の開口
面積が同一であるので、色バランスが崩れることもな
い。さらに言えば、最外周画素の色バランスを他の画素
に合わせるため、１組になる各色を構成する外周近傍の
画素の画素光透過部面積Ａを狭めることは望ましいとも
いえる。
【００２６】また、本実施形態では画面表示領域最外周
部のパターンを大きくした分は画面表示領域１００で吸
収しているため、装置全体のサイズは従来のものと全く
同一にすることができる。
【００２７】本発明は上記実施形態に限定されることな
く、その要旨を逸脱しない範囲において、具体的な構
成、機能、作用、効果において、他の種々の形態によっ
ても実施することができる。
【００２８】第１及び第２の実施形態では、画面表示領
域最外周部のパターンを内周部のパターンより大きくす
る例について説明したが、Ｃｓ線１５の幅のみを大きく
して、電気的接続部１０の各パターンの接続部の間隔を*
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*長くすることにより、フォトグラフィ法を用いてパター
ンニングを行う際の露光量のずれによる形成パターンに
サイズ的なバラツキが出ても、接続部の間隔が長いた
め、これらの接続部が一緒になって潰れるなどの欠陥形
成を回避でき、上記実施形態と同様の効果を得ることが
できる。
【００２９】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ
れば、画面表示領域最外周部のパターンを大きくするこ
とにより、画面表示領域周辺部に発生しやすい点欠点群
あるいは線欠点の発生を抑制することができるため、歩
留まり及び表示品位を向上させることができる。特に、
高精細度で作成された液晶表示装置であるほど、微細な
パターンで設計がなされており、本発明が大きな効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係るアクティブマトリクス型
液晶表示装置の画素の構成を示す概略平面図。
【図２】図１に示した画素の電気的構成を示した等価回
路図。
【図３】第２の実施形態に係るアクティブマトリクス型
液晶表示装置の画素の構成を示した概略平面図。
【符号の説明】
１０…電気的接続部（Ｃ／Ｈ)、１１…画素電極、１２
…信号線、１３…走査線、１４…薄膜トランジスタ（Ｔ
ＦＴ）、１５…補助容量線（Ｃｓ線）、Ａ…光透過部
（開口部）

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：在有源矩阵型液晶显示装置中，在屏幕显示区域的最外周
抑制图案缺陷的产生。 控制多条信号线12和多条扫描线13以及布置为彼
此相交的存储电容器线15，以及形成在信号线12和扫描线13的每个交叉
点处的TFT 14。 在其中像素以矩阵布置的液晶显示装置中，形成其中布
置像素的显示区域的最外周像素的图案的尺寸小于形成内周像素的图案
的尺寸。 加大尺寸。
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